OEM:RFT/DDR SME992 Data Sheet
SME 992
SME 994
SME 996  N-Kanal-MOS-Feldeffekttransistoren-Tetroden

* In Entwicklung =

rnax 0,1

max. 11

MaBbild mit Anschlubelegung

Wirmewiderstinde: R -3 0.48 K/mW

thja
N-Kanal-MOS-Feldeffektransistoren-Tetroden vom Verarmungstyp (depletion) mit inte
grierten Schutzdioden SME 992 fiir UKW-Anwendungen

SME 994 QMr VHF-Anwendungen

Grenzwerte (giiltig fiir den Betriebstemperaturbereich) SME 996 fir UHF-Anwendungen

1
SME 992 SME 994 SME 996 Einheit |
20 20 v
Ups 20 .
- m
Loy 40 10 30
A
. 10 10 mA
IG1s H
t 0 10 10 mA
lGas
P 200 200 200 mw
T.o1.< 1
(T, = 60 °C)
T, 150 150 150 oC
T -55 bis 125 -55 bis 125 .55 bis 125 o I
sig !

1) Transistor auf Keramiksubstrat 8 x 10 x 0,6 mm®
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OEM:RFT/DDR SME992 Data Sheet
Statische Kennwerte {T‘1 = 25 *C)
SME 992 SME 994 SME 996 Einheit

¥ £ € £

- IG]SS = 50 = 50 = 50 nA
{- UG]S =5V,

Ugeg = Upg =0 V)

! < £ & <

i P = 50 = 50 = 50 nA
(- Uios = 5 V4 )

Ugis = Ups =0 V) = 50 nA
Inss

(Upg = 10V, 1 bis 25 mA
Ugeg =4 V)

(Upg = 15 V, 2 bis 20 2 bis 20 mA
Ugag =4 V)

Us1s(0FF) .

(Upg = 10V, =1,3 v
I, = 20 pA

Ugeg =4 V) . 2

(Upg = 15 V, = 2,5 =2,5 v
Ip = 20 pA

Ugpg =4 V)

“Yaasiorr) =

(Upg = 10V, = 1,1 y
[D = 20 pA,

Ugig =0 V) ; :

(Upg = 15 V, = 2,0 2.0 v
Iy = 20 pA,

Ugs =0 V)
Dynamische Kennwerte (T, = 25 °C)

SME 992 SME 994 SME 998 Einheit

[¥55 N

(Upg = 10V, =20 ms
UL‘.ES =4V,

'D = 15 mA,

[ =1 KHz)
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OEM:RFT/DDR

SME992

Data Sheet

SME 992

SME 994

SME 996

Einheit

f = 200 MHz,
G =2 mS,

G, = 0,5 mS)
=15 V¥,
U =4V,
= 10 mA,
f = 800 MHz,
G_=12 mS8,

G, =1 mS8)
F

(Upo = 10 V,
U... =4V,
1 = 10 mA,.
[ = 200 MHz,
G_ =2 mS)
g - 4
(Uoz= 15V,
Toes =4 Vs
I, = 10 mA,
f = 200 MHz,
G_ =2 m8)
g v
(Upg = 15 V,
Ugss =1 Vs
ID = 10 mA
f = 800 MHz,
= 2 m8)
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